Streszczenie

Implantacja jondw jest szeroko stosowang metodg modyfikacji wtasnosci
potprzewodnikéw. Jednakze w przypadku GaN i ZnO napotyka na
niespotykane wczesniej problemy wynikajgce ze skomplikowanego
mechanizmu powstawania defektow poimplantacyjnych. Szczegdétowo
omowie przemiany strukturalne zachodzgce podczas bombardowania
jonowego oraz wyjasnie ich mechanizm i sity napedowe zachodzacych
przemian. Omowie tez zastosowang metodyke badawczg polegajgcg na
komplementarnym zastosowaniu trzech technik analitycznych: RBS/c, HRXRD
i TEM.



